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Introdu C do 2. Caractriza’e‘io Fisica, Quimica e Eletroquimica
A elaboracao de novos materiais para dispositivos de armazenamento de
carga € uma area de grande interesse tecnoldgico, visto que ha uma
crescente demanda por baterias de alta eficiéncia, baixo custo e
durabilidade. Dentre os materiais promissores para serem utilizados como
eletrodos nesses dispositivos, destaca-se o Hexacianoferrato de Niquel
(NiHCF), um composto de estrutura cubica altamente ordenada que
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» A Perfilometria Optica mostrou que a voltametria ciclica ndo alterou
significativamente a espessura da camada de Ni precursora.
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Figura 3: Voltamograma resultante da derivacdo de Ni para NiHCF com (a) 200
ciclos e (b) 400 ciclos.
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